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64К (8Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ 
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ
ЫМОП технология

К573РФ4А
К573РФ4Б
К573РФ4В

Репрограммируемое постоянное запоминающее 
устройство с УФ-стиранием информации обеспечи
вает возможность долговременного хранения и много
кратной смены информации. Предназначена для 
построения энергонезависимой памяти микро-ЭВМ, 
систем сбора и обработки информации, систем 
промышленной автоматики, связи и измерительной 
техники.

• время выборки адреса для К573РФ4А и К573РФ4В 
составляет 270 нс, для К573РФ4Б составляет 450 нс;
• напряжение питания 5В ± 5%;
• напряжение программирования 21,5В ± 0,5В;
• время хранения информации при отключенном напряжении питания не менее 175000 часов;
• допустимое значение статического потенциала не более 100В.

К573РФ4
Корпус 2121.28-8,

2121.28- 8Н,
2121.28- 8НБ 

Высота 6,5 мм
Дл. выводов 3,5 мм 
Масса не более 7,5 г.

НАДЕЖНОСТЬ

Наработка, ч tn 50 000

Интенсивность отказов 1 /ч Ли 1-10-6

Срок хранения, лет txp 12

ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ tSGi от Т

105 100 85 70 60 45 35 25 Т, °С

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1 UpR
Напряжение програм
мирования

2 -1 0 , 21, 
2 3 -2 5

А 1 2 , А 7 ,
А 6  -АО, 

А 1 0 , А 1 1 , 
А 9 , А 8

Вход адресный

1 1-13 ,
1 5 -1 9

D 0 -D 7 Вход-выход

14 G N D Общий

20 СЕ
Вход сигнала разреше
ния обращения

22 ОЕ
Вход сигнала разреше
ния выхода

26 - Свободный

27 W R /R D Вход сигнала записи

28 С о о Источник питания

МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Механические удары, g 150

Линейное ускорение,g 500

Вибрация 1 - 2 000 Гц, g 20

Устойчивость к воде и 
спиртобензиновой смеси 1:1

Диапазон рабочих температур, °С от - 45 до 70

Изменение температуры среды, °С от - 60 до 85

Повышенная влажность при Т = 35 °С, % до 98

Температура пайки, °С 
Продолжительность, с

235 ±5
2 ±0,5
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Ucc = 5 В ± 5%)

Символ Параметр Т, °С К573РФ4А К573РФ4Б К573РФ4В

U do l
Выходное напряжение низкого уровня, В 
(I0L = 2,1mA) от - 45 до 70 <0,45 <0,45 <0,45

U doh
Выходное напряжение высокого уровня, В 
О он = 0,1 мА) от - 45 до 70 >2,4 >2,4 >2,4

Icc Ток потребления, мА 25, 70 
-45

<60
<70

<60
<70

<75
<85

I PR Ток сигнала программирования, мА 25, 70 
-45

<5
<10

<5
<10

<5
<10

Ili Ток утечки по каждому входу, мкА от - 45 до 70 <10 <10 <10

ILI/0 Ток утечки на входах/выходах, мкА от - 45 до 70 <10 <10 <10

W ) Время выборки адреса, мкс от - 45 до 70 <0,27 <0,45 <0,27

U(CE)
Время выборки разрешения обращения, 
мкс от - 45 до 70 <0,27 <0,45 <0,27

U(OE) Время выборки разрешения выхода, мкс от - 45 до 70 <0,12 <0,15 <0,12

tsG1
Время хранения информации при 
отключённом питании, ч от - 45 до 70 >175 000 >175 000 >175 000

tsG2
Время хранения информации при 
включённом питании, ч от - 45 до 70 >25 000 >25 000 >25 000

C| Входная ёмкость выводов микросхем, пФ 25 ± 10 <6 <6 <6

Ncy
Количество циклов перепрограммирования, 
цикл 25 ± 10 >25 >25 >25

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ

U ah

Ual

U dih

U dil

UcEH

UcEL 

UoEH - 

UoEL 

UwR/RDH 

UwR/RDL

>2 >2
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45мс ± 10%
\

\__________________ /
1

tEE- время стирания информации, с.

Ee -  измеренное значение энергетической ос
вещенности УФ-излучения (Л=253,7 нм) в плос
кости окна корпуса микросхемы;

НЕ = 2-105 Вт с/м2 -  требуемое значение энерге
тической экспозиции.

Ток потребления от напряжения програм
мирования (UPR) в момент записи информации 
может достигать 40мА (импульсный), а в режи
ме запрета записи не более 5,0 мА.

Допускается адаптивный режим програм
мирования микросхем (verify).
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